En la dltima década, la plataforma de silicio ha emergido como la plataforma por excelencia para
desarrollar circuitos fotdnicos integrados debido a su versatilidad, la posibilidad de
miniaturizacion y de una produccién de bajo coste y a gran escala compatible con los sistemas
CMOS (“complementary metal-oxide semiconductor™). La conversién de sefiales eléctricas a
alta velocidad en sefiales dpticas es una funcidn critica hoy en dia tanto para el procesamiento
de datos como en el ambito de las telecomunicaciones. La forma mas eficaz de implementar
actualementeuna ,modulacién electro-éptica ultra-rapida se basa en el efecto Pockels que, de
hecho,se encuentra en el corazén de los moduladores comerciales basados en niobato de litio y
polimeros. Sin embargo, la implementacion de esta funcionalidad se ve impedida en la
plataforma de silicio debido a la simetria de inversidon de la red cristalina del silicio. En este
contexto, el silicio deformado surgié hace mas de un decenio como una solucién revolucionaria
para romper esa centrosimetria y, de ese modo, hacer emerger no-linealidades de segundo
orden en el propio silicio. Sin embargo, y a pesar de los alentadores resultados iniciales, estudios
posteriores cuestionaron el origen de las respuestas obtenidas, achacando dichos resultados
principalmente al efecto de dispersion de plasma. De hecho, mas tarde se puso de manifiesto la
presencia de varios factores limitantes y, mas recientemente, se estimé que el valor del
coeficiente $\chi*{(2)}S debia encontrarse en torno a varios pm/V. El trabajo desarrollado en
esta tesis tiene como objetivo contribuir a impulsar el campo de silicio deformado mediante la
investigacion y el abordaje de dichos factores limitantes para, de esta fora, conseguir un efecto
Pockels eficiente. Ademas, las caracteristicas de captura de carga libre observadas en las
estructuras de silicio deformado se han explotado para desarrollar un dispositivo foténico no
volatil.



